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Generator napigcia pitoksztalttnego

~ Przedmiotem wynalazku jest generator napigcia pitoksztaltnego, przeznaczony do sterowania fazg przesu-
niecia impulséw zwalniajacych w tyrystorowych ukiadach przeksztattnikowych.

Do sterowania kata przesunigcia impulséw zwalniajacych w uktadach przeksztattnikowych stosowane sg
generatory napigcia trdjkatnego lub pitoksztattnego. Liniowo$é przebiegu wytwarzanego napigcia oraz symetria
napieé poszczegdlnych generatoréw pracujgcych we wspdlnym uktadzie wielofazowym posiadajg decydujgce -
znaczenie dla jakosci regulacji i symetrii przebiegéw w obwodzie gtéwnym przeksztattnika. Wadg tych generato-
éw ]est ograniczony zakres zmian kgta przesunigcia impulséw do wstgpnego fazowania przeksztattnika wynoszg-
cy 210°. Ponadto generatory te wykazujg duzg nieliniowo$¢ napigcia, oraz zaleznosci symetrii w uktadach
wielofazowych od tolerancji parametréw uzytych elementdw, takich jak indukcyjnosé dtawikéw i pojemnosé
kondensatordw.

Celem wynalazku jest uzyskanie zakresu zmian kata przesunigcia impulséw wiekszego niz 210°, umozliwia-
- jacego wstepne fazowanie przksztattnika przy réznych grupach potaczen transformatoréw g%éwnych a ponad-
to uzyskanie pionowego ograniczenia zmian fazy.

Cel ‘ten zostal osiggniety przez skonstruowanie generatora, w ktérym stabilizujacy tranzystor, potaczony
w uktadzie wspdlnej bazy wstopniu formujgcym, ma kolektor potaczony z kondensatorem i poprzez opornik
z kolektorem zwierajacego tranzystora, oraz z emiterem tranzystora dolnego ograniczenia i poprzez opornik z ba-
z3 ‘tranzystora gérnego ograniczenia w bloku ograniczeni pionowych. W obwdd emitera stabilizujgcego tranzystora
jest wigczony opornik regulacyjny, w celu nastawienia wartodci stabilizowanego pradu stalego adowania kon*
densatora. Ponadto baza tranzystora dolnego ograniczenia jest potaczona z dzielnikiem napigcia, ustalajgcym
poziom dolnego ograniczenia. Emiter tranzystora gérnego ograniczenia jest polaczony z dzielnikiem napigcia,
ustalajgcym poziom gdérnego ograniczenia napigcia. Kolektor tranzystora gérnego ograniczenia jest polqczony
z bazg nast¢pnego tranzystora, ktérego kolektor jest potaczony poprzez opormnik z baza wtérnika.

Generator napigcia pitoksztattnego, wedtug wynalazku odznacza si¢ duzym zakresem regulacji kgqta, wyno-
. szacym 230° ajego uchyb katowy jest mniejszy niz 2° w calym zakresie sterowania, co stanowi o.wysokiej

jakodci isymetrii przebiegéw w obwodzie gtéwnym przeksztattnika. Dzigki skutecznemu ograniczeniu zakresu
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zmian kata w generaterze sliminuje sig mozliwoéé przesterowania i wygaszania impulséw, w wyniku czego uzy-
skuje sie pewnos¢ pracy ukkadu przeksztaltnikowego. Ponadto generator zapewnia uzyskanie linlowodci wyZsze]
od 1 procentu oraz dobrej symetrii napigé pitoksziattnych.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladowym mzwzgzamu na zysum:u Ktéi‘}l przedstawia
schemat ideowy generatora.

Generator zawiera tranzystorowy stopiern formujacy 1, polaczony z transformatorowym blokiem ograni-
czeft pionowych 2. W tranzystorowym stopniu formujacym 1, kolektor tranzystora wejsciowego T; jest po%aczo«
ny z baza zwierajacego tranzysiora T, oraz poprzez opornik R; z bazg stabilizowanego tranzystora Ty. Kolektor
tranzystora stabilizowanego Ty jest polgczony z kondensatorem C i poprzez opornik R, z kolektorem tranzysto-
ra T,. Ponadto kolektor tranzystora stabilizowansego T jest polgczony = emiterem tranzystora dolnego ograni-
czenia T, ipoprzez opornik R; z baza tranzystora gdrnego ograniczenia Ts. W cbwodzie emitera tranz _,m@m
stabilizujacego T3 jest wiaczony opomik regulacyjny Ry, w celu nastawienia wartodci stabilizowanege prad
statego tadowania kondensatora C. Baza tranzystora dolnego ograniczenia T4 jest poigczona poprzez on:m? g s
z dzielnikiem napigcia R, ustalajgcym poziom doinego ograniczenia. Kolektor tego tranzystora Ty jest UO 3 CZ O
ny poprzez diode D i opornik R, z bazg tranzysiorowego widrnika Ts. Emiter tranzystora gérnego ogranic zu nia
Ts jest polaczony z dzielnikiem napigcia R, ustalajacym poziom gérnego ograniczenia. Kolektor tege tranzysto-
ra Ts jest polgczony z baza nastepnego tranzystora T, ktdrego kolektor jest po?qcmmy poprzez opornik R
z bazg tranzysiorowego widrnika Tg.

Driata ratora napied pilokszialtnych, wedlug wynalazku polega na tym, 2e kondensator C w cbwo-
dzie kol ora stabilizacyjnego T Yaduje sig stabilizowsnym prgdem stalym, ktdrego wartosd nzsta-

lacyinym R, w obwodzie emitera. Napiecie na kondensatorze € narasta lintowe do chwill
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wysterowania tranzysiora zwiers] gmga T., po czym kondensator C, roziadowuje sie poprzez opoinik &, i {ran-
zystor zwisrajaey Tp. Tranzystor Ty steruis sgfg napigciem symh«omzc@wam«m podawanym na wejicie
z mostka dicdowego. W wyniku 'if.g,@ kondensatort C taduje sie przez dwie-trzecie okresu, a przez jedng-trzec
jest zwierany. .

Mapiecie na kondensaiorze C ma przebieg pitoksziatiny, kidrego czesé liniowa odpowiada katowi 230°.
Jezell napiecie na kondensatorze C jest mndejsze od napiecia ustalonego dezielnikiem R4, to tranzystor T, nie
przewodzi pradu, g franzystor Ts jest zablokowany, przy ¢zym na paw cie na wyjéciu generatora ulrzymuje sig na
pozionie napigcia zasilajgcego. W chwili gdy napigcie na kondensatorze € przekroczy wartosd naplecia, nastawio-
ng na dzielniku R¢ wiedy tranzystor T, zostaje wybiemwany, wtérnik Ty odtwarza na wyjéciu ge
przebieg napigcia na kondensatorze €. Stan ten trwa do chwili, gdy wzrost wartodel napi¢eia na kondensatorze C
przekroczy wartos$é nastawions dzielnikiem Rg. Wtedy tranzystor T; poprzednio,zablokowany, zostaje wysterc-
wany co powoduje nasycenie sie tranzystora T, i podanie napiecia zasilania na bazg witdrnika T'¢, kidre pojawia
sig na wyisclu. W ten sposdb na pitoksztattny przebieg napigcie na kondensatorze C zostaje naloZone naplgcie
ograniczajace s zkres zmian ksta przesuniecia impulsdw. '
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Zastrzeisnie atentowe

el

Generator napigcia pitoksztalttnego, wspdipracujgcy z mostkiem diodowym, Znamienny {vm, Ze siabilizu-
jacy tranzystor (T3), potaczony w ukiadzie wspdlnej bazy w stopniu formujacym, ma kolektor potgczony z kon-
_densatorem {C) i poprzez opornik (R,) z kolektorem zwierajacego tranzystora (T, ), oraz z emiterem tranzystors
dolnego ograniczenia (T4) { popreez opornik (R3) z bazg tranvystora gdérnego ograniczenia {% ), w blo
“czeni pionowych (2), przy czym w cbwdd f:n"item ﬁ'mnﬂys*&ﬁm stabilizulgeego (T ) jest wiaczony opornik regu
cyiny (R4), wcelu nasiawienia wartcéci sﬁab* ancgo pradu stalego tadowania k@ndm sators nzd
baza tranzystora dolnego ograniczenia {T,) p tgczona z dzielnikiem napigcia (Rg), ustals
dolnego ograniczenia napiecia, a emiter ‘«mmy t ora gornego Cgr am«,za,m e;’@ s ) jest polgczony 2
pigcia (Rg), ustalajacym poziom gdrnego ograniczenia napiecia, za$ kolskior tego tranzysion (_1 3
ny z bazg nastepnego tranzystora {T-) kidrego kolekior iest poi / 1 i
tranzystorowege (Ts ).
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